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空間反転対称性の破れに起因して電子バンドがスピン分裂する Rashba 効果

は、低次元物性としての基礎科学的な興味とともに、電場応答によるスピン自

由度の制御が可能であることからスピントロニクスへの応用が期待される。こ

の Rashba 効果は半導体ヘテロ構造[1]や、Ag(111) [2,3]、Au(111)[3,4]や

Bi(111) [5]などの清浄表面で報告されたが、近年それらよりも１桁以上大き

なスピン分裂が軽元素 Ag原子基板に重元素 Bi原子を吸着させた合金表面にお

いて報告された[6]。これまで「表面 Rashba 効果」に関する報告は、半導体表

面上の Rashba 効果がスピントランジスタなどの応用的興味があるにもかかわ

らず、金属･半金属表面のみで行われた。軽

元素 Si 表面上に重元素 Bi や Tl を吸着させ

た系は巨大スピン分裂の観測が期待できる

半導体的な系である。本講演では、Bi を吸

着させて形成される Si(111)- (√3×√3)表面
上での巨大スピン分裂[7]と、Tl 吸着によっ

て誘起される Si(111)-(1×1)表面上での特

異なスピン分裂(図 1)[8]について述べ、表

面電子バンドのスピン方向の波数依存につ

いて議論する。 
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